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Resumen:

En el presente trabajo de investigacion, se propone sintetizar pe-
liculas delgadas de 6xidos de aluminio (Al,O,) y Zinc (ZnO); y
evaluar en ellas sus propiedades Opticas, estructurales y eléctri-
cas. Estas peliculas seran depositadas por medio de la técnica de
rocio pirolitico ultrasénico pulsado, utilizando fuentes inorgani-
cas u organicas.

Introduccién:

Es conocido el hecho de que los 6xidos de aluminio y zinc tienen
diversas aplicaciones cuando son sintetizados en forma de pelicu-
la delgada, es por ello que existe un creciente interés en el estudio
de estos materiales ya que se podrian eventualmente conformar
una gran variedad de dispositivos con muchas aplicaciones.

Las caracteristicas luminiscentes del Al,O, en pelicula delgada
han sido obtenidas exitosamente cuando a este se le dopa con tie-
rras raras como el terbio [1]. Tomando en cuenta este ultimo he-
cho nos hemos dado a la tarea de reproducir el experimento pero
tomando en cuenta que es posible también sintetizar este material
en forma de pelicula del orden de 30 nm de espesor [2].

En esta primera etapa sin embargo, nos hemos dado a la tarea de
sintetizar y caracterizar peliculas de 6xido de aluminio y hemos
dejado para etapas posteriores la deposicion y caracterizacion
de 6xido de Zinc.

Procedimiento Experimental:

Las peliculas de 6xidos de aluminio han sido depositadas por
medio de la técnica de rocio pirolitico ultrasénico pulsado asis-
tido con el manipulador “XY” programable. Esta técnica ha sido
ampliamente utilizada para diversos trabajos de investigacion
[3] en nuestro caso hemos in iciado empleando una solucion pre-
cursora 0.06 mol de acetilacetonato de aluminio disuelto en N,N,
dimetilformamida, y con hasta un 5% de Cloruro de Terbio. todo
esto en un rango de temperaturas de 400 a 550 °C.

Resultados:

La figura 1 muestra el comportamiento de la tasa de depdsito y
el indice de refraccion de las peliculas de 6xido de aluminio de-
positadas con 1, 2 y hasta 3 pulsos, en ella podemos apreciar que
el indice de refraccion en general incrementa con el numero de
pulsos aplicados durante el deposito, cabe mencionar que para
las muestras depositadas con 2 y 3 pulsos el indice de refraccion
es practicamente independiente del incremento en la temperatu-
ra. La tasa de deposito, que también se ilustra en la figura, tiene

un comportamiento casi lineal al incremento de la temperatura,
siendo las muestras depositadas con solo un pulso las que pre-
sentan una tasa de deposito mas alta.

La figura 2 muestra la caracterizacion desde el punto de vista lu-
miniscente; en esta clase de caracterizacion se ha identificado en
otros trabajos [1] una serie de picos asociados con transiciones
debidas a la incorporacion del Tb , estos picos han sido localiza-
dos en 490, 547.5 y 622.5 nm. Sin embargo, en esta figura no es
posible apreciar estos picos, es por eso que en las etapas futuras
mas inmediatas modificaremos las concentraciones del material
dopante para favorecer la incorporacion del mismo.
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Fig. 1 Tasa de deposito e indice de refraccion de Al,O, depositado en
funcion de la temperatura del sustrato.

Intensida de fotoluminiscencia

Fig. 2 Espectro de fotoluminiscencia de una pelicula de Al,O, dopada
con 5% de Tb depositada a 500 °C con dos pulsos
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